
電子部晶･半導体

カラーテレビジョンは,大形化,高画質化のニ

ーズが強まっており,HDTV(ハイビジョン)への

動きも活発である｡これに対応して直視形では,32

形HDTV用ブラウン管の開発を完了したほか,

大形HSⅡシリーズの充実を図った｡さらに,日立

製作所最大の35形高画質ブラウン管の製品化

を推進中である｡また,需要が伸びている投射形

では,高輝度･高解像度のPRTを製品化している｡

コンピュータの端末として不可欠のカラーディス

プレイ管は,高解像度と見やすさ,使いやすさ,安

全性が強く求められる製品で,角形化,フラット化

の要求も強い｡これに対しては15形,21形フラット

管を開発して,供給を開始した｡また,OA機器の

小形化,パーソナル化とともに伸長が著しい液晶

パネルについては,厚さ5mmの反射形(640画

素×480画素)から高精密(1,120画素×780画

素)バックライト付きまでの品ぞろえを行い,薄形

化,大形化の要求にこたえている｡そして,カラー化

についても640画素×480画素クラスまでのカラー

表示素子を製品化している｡

撮像管の分野では,日本放送協会と共同開発

したハーピコン⑧の製品化を完了した｡従来比10

倍の感度を持つもので,試験放送を開始した

HDTV用,標準放送用への展開を進めている｡

固体撮像素子では,スミアの改善に効果的な

TSL(水平読み出し)方式を採用したMOS形撮

像素子についてEE機能だけでなく,左右反転走

査機能を備えた素子を開発し量産中である｡品ぞ

ろえも豊富で,VTRカメラ用,監視用などの需要

にこたえている｡

また,電子レンジ用マグネトロンでは,漏洩(え

い)電波規制の厳しい欧州市場に対して,家庭用

500Wクラスから業務用1.3kWクラスまで高調

波漏洩対策マグネトロンの展開を行った｡さらに,

800Wクラスの製品化を行い,家庭用高出力化

の要請にこたえている｡

1989年の半導体市場は,1MビットDRAMの

需給緩和で,後半伸び率の鈍化がみられたもの

のおおむね好調であった｡わが国のIC生産額は3

兆3,000億円(前年比15%増)と過去最高になるも

のと見られている｡

1990年はシリコンサイクルのボトムの年となる

が,大幅な悪化は考えられず,年後半には回復基

調に向かうというのが一般的な見方である｡これは

情報化の進展とともに,高性能パーソナルコンピュ

ータ(以下,パソコンと略す｡)などの先端電子機
器の伸長,さらには4MビットDRAM,高性能マ

イクロコンピュータ(以下,マイコンと略す｡),高性

能ASIC,専用LSIなど先端半導体製品の需要

拡大が期待されているからである｡1990年は,本

格的なサブミクロン時代の幕開けの年となるであ

ろう｡

こうしたことから,日立製作所も,サブミクロン技

術による最先端技術製品や専用･ASIC製品の

開発を進め,顧客のニーズにフレキシブルに対応

する体制を整えている｡

マイコン関係では,年々評価を高めている日立

オリジナルの｢Hシリーズ+の品ぞろえを強化した｡

H8はハイエンドからミドルレンジまで用途に適し

たコア展開を行い,H32はFPU,DMACなど周辺

LSIの開発を完了した｡さらに,H8/500の応用を

容易にするため,ITRON(IndustrialTRON)

仕様のリアルタイムOSも準備した｡また,パソコンな

ど高成長のラップトップ機器への対応として,大画

面LCDパネル駆動用LCDコントローラ･ドライバ

を開発した｡

メモリ関係では,4MビットDRAM,1Mビット

SRAMなどサブミクロンメモリの需要増加に対応

する生産体制の整備を進めている｡また,高性能

マイコンに対する期待にこたえて,1Mビット

DRAMでのアクセスタイム60msの実現および

BiCMOS技術による世界最速品(35ms)の制品

化を完了した｡不揮発性メモリも高速4Mビット

EPROMを開発した｡

ASIC関連では,先端CMOS技術によるフリー

チャネル形ゲートアレー,システムオンチップ化や

VTI社の設計ツールの使用を可能とするセルベ

ースICなどがある｡

さらに,バイポーラ系では,クリアビジョン,CDプ

レーヤーなどに対応するディジタルAV用LSIキッ

ト,車載用インテリジェントパワーIC,ディスクリート

系では,パワーMOSFET,衛星放送受信機用

超低騒音HEMT,高速形IGBTなどの高性能

品を開発した｡
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高速化と大容量化の進むダイナミックRAM

微細プロセ.デモ･テ′ダも′､萱ごミヤこi

て,アクセス時間35汁5t 王1L-_､巨

び801｢Sの高逗仁･二車雷買.ボ!ホ,弓ヒ･二･三き三;Tl≦=｡

DRAMは大形計算機のメインメモリとしての応用に

加え,パーソナルコンピュータ,ワークステーションな

どのMPU利用システムにも用いられている｡図1に示す

ように,近年のMPUの高性能化に伴い,DRAMに対して

大容量化とともに高速化の要求が強くなってきている｡

このような要求にこたえるため,すでに1_3ドmCMOS技

術を使用してアクセス時間60nsの高速1Mビット

DRAMを開発し量産化している｡さらに,世界に先駆け

てBiCMOS技術をDRAMに適用し,世界最高速のアクセ

ス時間35nsの1MビットDRAMを製品化した｡また,次

世代の大容量DRAMとして,最先端の0.叫mCMOS技

術を採用して4MビットDRAMを開発し量産化した｡

HM571000/HM574256シリーズ(図2)は,1.3卜m

CMOSプロセス技術とバイポーラプロセス技術を融合

した1.3l⊥mBiCMOS技術を採用し,DRAMでは世界最

高速のアクセス時間35nsを実現した1MビットDRAM

である｡メモリセルを16マットと細分化し,高感度のバ

イポーラ差動アンプの採用,ワード線ドライバの高速化,

負荷に応じたCMOSゲートとBiCMOSゲートの使い分

けによって超高速を実現した｡

HM514100/HM514400シリーズ(図3)は,最先端の

0.8トImCMOSプロセス技術を採用し,高集積･高速･低

消費電力を実現した4MビットDRAMである｡

メモリセルは高集積化に適し,α線ソフトエラーに対

して強いという特徴を持つ積層形容量セル(STC:
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図I MPUとDRAMのスピード推移

StackedCapacitorcell)を採用している｡アクセスの高

速化,低消費電力化のために交差駆動形センス方式,シ

ェアドセンスアンプ方式,および‡vccプリチャージ方
式などを採用し,消費電力を1MビットDRAMと同等に

抑え,アクセス時間80nsという高速を実現した｡

これらの高速･大容量DRAMは,MPUの性能限界まで

システム性能を引き上げるうえで大いに貢献するものと

期待されている｡

今後,MPUの性能はさらに向上していくものと予想

され,最先端のサブミクロンプロセス･デバイス技術,

BiCMOS技術を駆使し,大容量DRAMの高速化を図って

いく｡また,多様な市場ニーズに対応するため,ビット

構成,パッケージなどの製品展開を進め,高速･大容量

DRAMのラインアップを拡充していく考えである｡

図3 高速CMOS 4MビットダイナミックRAM

"HM5川10D/HM5川400”
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高性能32ビットマイクロコンビューダ`H32”のファミリー展開

装置への組み込みから通信,ワークステーションまでの

広範な市場にこたえるため,TRON仕様に毒づくH32ファ

ミリーおよび周辺LSトを開発し,製品化した｡

ⅠⅠ32ファミリーは,GNl.(1R｡グループを構成する各社に

よって共同開発されたプロセッサで,図のように豊富な

周辺LSIを川いてシステムを構成することができる｡

(1)マイクロプロセッサ

TRON仕様に準拠し,現在3種類用意している｡H32/

100は,ASIC展開やプラスチックの廉価版が‾叶能なコン

トローラマーケット向き,H32/2()∩は,メモリ管理機構と

コプロセッササポート機能内蔵のワークステーション,

コントローラⅠんIき,H32/300は,命令の1サイクル実行可

能で十進命令を強化したミニコンピュータ向きのCPU

である｡

(2)周辺LSI

浮軌小数点演算を高速実行するFPU,剃り込みベクタ

を発q二するIRC,データ転送を高速に実行するDMACを

m点している｡またキャッシュ関連では,高速ワンチッ

プキャッシュCCM(容量16kバイト),外部キャッシュの

アドレス川TAGM(32kバイト制御)がある｡

(3)開発環境

ソフトウェアとしてはアセンブラ,Cコンパイラ,シミ

ュレータ･デバッガ,リンケージエディタ,リアルタイ

ムOS(1TRON仕様)を提供する｡今後,汎(はん)用OS,

FORTRANコンパイラなども順次提供する予定である｡

サポートハードウェアは,デバッグ装置としてASE

(エミュレータ),評価ボードとしてシングルボードコン

ピュータを提供する｡

CPU
H32/300

H32/100

H32/200

[∃ CCM

コプロセッサ制御バス

lRC
FPU FPU

メインシステムバス

メモリ l/0
DMAC

サブシステムバス

H32/100 メモリ

H32ファミリーLSlシステム

注:本製品は,東京大学坂村 健博士の指導のもとに開発されたものである｡

次世代マイクロコンピュータ｢H8シリーズ+の展開

｢H8シリーズ+は,応用機器組み込み用の次世代高性能

マイクロコンピュータである｡性能重視形のH日ノ/′500シリー

ズとコスト重視形のH8ノ′/300シリーズの2系列がある｡

マイクロコンピュータ(以‾卜,マイコンと略す｡)は,情

事Ii,産業,`家電,通信,自動車など広範な分野で利用さ

れており,機敵件能向上の要求が強い｡H8シリーズは

これらの多様なニーズにこたえるために開発したオリジ

ナルアーキテクチャの次世代高一性能マイコンで,高速重力

作CPU,高級言語の効率的実行,ZTATfく.訂.ぞろえ,応用

l昌‖ナ専糊IC(ASIC)への対応などを特長としている｡H8

シリーズには,16ビット構成CPUをコアとした汎(はん)

円高性能のH8/500シリーズと,8ビットCPUをコアと

したH8/300シリーズがある｡H8/500シリーズは16ビッ

トデータを多く扱う高速処理や64kバイト以_Lのアドレ

ス空間が必要な高性能機器制御分野に最適であり,H8/

300シリーズは高速軌作CPUと強力なビット処理をコン

パクトにまとめており,比較的小規模の機器制御分野に

適している｡

H8/500
シリーズ

lマスクROM版 32kバイトPROM マスクROM版16kバイトPROM

2竿㌘£版ミ諾冒言語2芋㌘･£版与諾諾∈琵M[妄石]
自動車エンジン制御･ プリンタ･ 2チャネルSCl 応用向け専用

ハードディスク･ 電子楽器なと マイクロコンピュータ
電動機制御など 例:タイプライタ用

H8/300

シリーズ 蒜≡M版妄語濫l,器■喜冒与三三キ呈言託ごMよ転]
ppc･カメラ批メットA/D マイクロコンピュータ
など 例:オーディオ･ビデオ機器

H8シリーズの製品展開

注:ZTAT〔C■(ZeroTurnAro]nd Tlme:

日立製作所の登録商標)
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CMOSセルベースIC｢HG51/52シリーズ+

新たにセルベースICとして,EWS上で一買設計の行え

るHG51シリーズと,CPリコアを搭載したシステム+S‖こ

適したHG52シリーズを製品化した｡

日立製作所のセルベースICは,ユーザーでの仕様検討

からサンプル入手までの,トータル設計時間を短縮でき

るよう,下記の2系列を製品化した｡

HG51シリーズは,米国VLSIテクノロジー社との技術

提携で導入した設計ツール上で,効率よく開発が行える

ものである｡この設計ソフトウェアは,多くの市販汎(は

ん)用EWSに搭載することができ,使い勝手の良さを特

徴としている｡また,ユーザーオリジナル回路を効率よ

く設計できる強力なコンパイラ群を備えており,RISCタ

イプLSIの開発に力を発揮する｡

HG52シリーズは,日立製作所オリジナルCPUコアな

どの大規模機能ブロックをモジュールとして提僕するこ

とによって,ユーザーの設計負担を軽減しようとするも

のである｡日立製作所の提唱するSBP(シリコンバック

プレーン)方式を使い,最適化カスタムマイクロコンピュ

ータを簡便に開発できる特徴を持っている｡

特長は次のとおりである｡

(1)HG51シリーズ

(a)豊富なセルライブラリ

300プリミティブセル,コンパイルドセル,データパ

スコンパイラ,ロジックシンセサイザ

(b)EWSによる一貫設計

論埋設計～レイアウト設計

(2)HG52シリーズ

(a)CPUコア搭載可能

64180コア,H8コア(開発中),H16コア(開発中)

(b)豊富な周辺モジュール

(C)CMOSゲートアレー(HG62E)からの移行が可能

HG51シリーズ設計例

(ROM,恥帆乗算器および論理回路)

HG52シリーズ設計例

(64【80CP〕コア搭載)

ラップトップ対応LCDコントローラおよびドライバ+Sl

ラップトップパーソナルコンピュータやワークステーショ

ンの高解像度液晶表示装置を制御するLCDコントロl

ラ,およびドライバLSlを開発した｡

OA機器の省スペース化,ラップ.トップ化の手段とし

てCRT表示装置に代わる液晶ディスプレイが重要なデ

バイスになっている｡高解像度化,さらにはカラー化が

望まれており,こうしたニーズにこたえるためLCD表示

用LSIを開発した｡以‾Fに主な仕様を述べる｡

1.コントローラHD66840(+VIC)

(1)CRT表示用の標準ビデオ信号を,LCDデータに変換

できる｡CRTの表示システムを変更することなく,LCD

表示システムに置き換え可能である｡

(2)モノクローム8階調,カラー8色を表示できる｡

2.LCDドライ′ぐ`HD66川7”

(1)モノクローム800×1,200画素を制御する｡

(2)カラー480×640画素を制御する｡

(3)高密度実装形パッケージTABを採用した｡

ア
ド
レ
ス
パ
ス

MPU

デ
ー
タ
パ
ス

DISPTMG

パーソナルコンピュータ

+VIC

CRTC

DOTCLK

バッファ

メモリ

LCD表示システムの構成

盲叫

RGBシリアルテしタ

HSYNC

VSYNC 【∃
+CDとCRTに

同時に表示可能

LCD

LCDドライバ"HD66107''
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川形TFTカラー液晶ディスプレイ

B色表示の10形TFTカラー液晶ディスプレイを開発しっ

CRTと同等の高画質を実現した｡平面ディスプレイという

点から,今後OA｡情報｡産業分野での広範な適用か期待

される｡

10形(対角サイズ10.4インチ)のTFTカラー液晶ディ

スプレイを開発した｡垂直480本,水平640×3本(赤,緑,

青の3色縦ストライプカラーフィルタ構造)で,92万

1,600垣l素,トリオのピッチは0.33mm,表示色8色,ピ

ークコントラスト120:1で,特に白色および黒色の沈

み,画面のクリアさではCRTと比べて遜(そん)色のない

高精細･高画質を実現している｡さらに,バックライト

含みのモジュール厚さ28mm,質量約1kgと薄形･軽量

である｡TFT液晶ディスプレイは,当初小形CTVへの適

用から出発したが,フラットであること,CRTに近い高

画質であることから,最近OA･情報分野でのラップト

ップパーソナルコンピュータ用,各種産業分野で表示端

末として,10形レベルの本格的大形ディスプレイのニー

ズが強まっている｡日立製作所では,従来5形CTV用

TFT液晶ディスプレイを量産してきているが,この技術

をベースに10形の開発を進め,1989年5月にプロトタイ

プをマイクロコンピュータ･ショーに,同年10月にエレ

クトロニクス･ショーに展示した｡現在1990年からの生

産にl乙=ナて量産什様品の試作を進めている段階である｡
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10形TFTカラー液晶ディスプレイ

高精細白黒表示液晶モジュール

ワークステロションなとに便汚される1/心!音 ヨ

ット白黒表示付ッウライト招き滴晶モシュ‥コ批箋宥

液晶モジュールは薄形,軽量という特長を生かし,ポ

ータブルパーソナルコンビュタおよびワードプロセッサ

に使用されており,現在640ドット×400ドット～480ドッ

ト表示のものまで製品化されている｡近年,ワークステ

ーションの省スペース化などを目的として,さらにドッ

ト数の多い軌昆モジュールの要求があり,今回横1,120ド

ット×縦780ドット表示の滴晶モジュールを開発した｡

ドットピッチは,0.205mmXO.205mmであり,24ド

ット×24ドットの漢字表ホに対応可能である｡これを実

現するため,端子ピッチ0.18mmのTAB方式の液晶駆動

LSIと液晶表示素子の端子とを,異方性導電膜によって

電気的に接続する技術を開発した｡

また,新開発の白票高コントラスト液晶表示素子およ

び高輝度薄形†ゞックライトを使用して,明るく鮮明な表

示を実現している｡

口中′と1日訊1知細8?l如T

7て･執召専Ⅶ1串串1閑$野郎釧前

:i211納tL見柑ゞubslノrlk･=川▲粁:■‖lh?帆Idくさd as Lbt･dcm佃Il什brlじ山血山じl瓜叶れil:山iu

l,に｢しユS亡六､さ:Ul･bユ1:Yid(こ01r;lrヒ斗iさ芯ionゞ.Such ミ,Wlぢ(:rikr t仰pミミVilll蛤re血Iiγld by

とh〔･b.≡∂暇l-t仰LiQ=仙:rl:止l咄tiLh alar8じ血血Iidth and山一r8…一瓢i仰l-一缶･
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l′120ドット×780ドット液晶モジュール
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グラフィックス表示用ブラウン管

張力を印加したマスクと完主なフラットプ王･Juスノ㌔ネル

を手采用し,高輝度｡扁精細かつ視認性かきわめて良好なグ

ラフィックス表示用カラーブラウン管を開発した｡,

成長を続けるエンジニアリングワークステーション,

コンピュータグラフィックスおよびCAD/CAM市場に

向けて,高輝度･高精細でかつ視認性を大幅に向上した

20形および14形グラフィックス表示悶ブラウン管を開発

した｡蛍光面のドットピッチは0.18mmで20形では4メ

ガピクセルの表示に対応吋能である｡シャドウマスクは

0.025mmときわめて薄い鉄はくを使用し,全面に張力

を印加した状態でフレームに固定する構造を採用した｡

そのため,高輝度表示時においてもシャドウマスクの熱

膨張が張力によって吸収され,熟変形による色純度の低

‾卜が現れない特長を持つ｡また,了こ全なフラットフェー

スパネルの使用により,画面内への天井灯の映り込みお

よび視角による両面のひずみがなくなり,視認性が大幅

に向上した｡さらに,高解像度特性を得るために静電川

東極レンズ付き電子銃を採即し,画面全域にわたり均一

なフォーカス特性を得ている｡これらの技術によってフ

ラットフェース管としての特性向_Lを凶り,グラフィッ

クス川に適合できるものとしている｡

グラフィックスモニタの表示例(左20形,右14形)

軸-
グラフィックス表示用ブラウン管(左20形,右14形)

ハイビジョン用32形カラーブラウン管

家庭用のハイビジョン直視形ブラウン管と!.せ_`･て,EAq

DF電子銃,アンバーマスク採用の高性能で明るくコンパ■

クトな32形-11D度偏向管を開発した.二,

次1せ代のテレビジョンとして期待されているハイビジ

ョン用とLて,明るくコンパクトな32形ブラウン管を開

発した｡現在のハイビジョン用直視管は,主にモニタ用

として開発されたもので,解像度は十分であるが輝度が

低く,また90度偏向を採用しているため奥行きがあl),

一般家庭用には不向きとなっていた｡

今回開発Lたブラウン管では,蛍光面は0.59mnTピッ

チのドット配列とし,高輝度時のシャドウマスクの熱膨

張による色純度劣化をアンバーシャドウマスクの採川で

防止したこと,および高輝度時でもフォーカス性能の劣

化が少ない新開発の37.5mmネック用EA-DF電子銃を

採用したことで,高解像度(700TV本)化と同時に現行比

2倍(白ピーク輝度:510cd/m2)の明るさを実現Lてい

る｡また新設計のアスペクト比16:9のガラスバルブを

採用し,業界で初めて110度偏向を採用することによっ

て,現行管に対し約110mmの全長短縮も実現している｡

今後,ハイビジョン放送開始に向け,家庭用として大

きな需要が期待される｡

32形-110度偏向管

(画面写真はハメコミ合成です｡)
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ディジタルAV用LSl

オlデイオ･ビデオ機器のディジタル化に対応し,1.3ドm

CMOSおよびバイポーラプロセスを採用したアナログ,

ディジタル混在形のAV用+Sl系列を開発した｡

IDTV,ディジタルVTR,CDプレーヤー,DATに代表

されるようにオーディオ･ビジュアル機器のディジタル

化が顕著である｡これらのシステムは,高機能･複雑化

しており,コストパフォーマンスのよい専用LSIキット

化がディジタル化のキー技術となっている｡これらは,

大規模論理回路とアナログ周辺回路によって形成された

ディジタル信号処理回路である｡従来は,CMOSプロセ

スによるディジタルLSIとバイポーラプロセスを中心と

したアナログLSIのマルチチップ構成であった｡最新シ

ステムでは,ADC,DACを中心としたアナログ周辺イン

タフェースブロックを内蔵したアナログ,ディジタル混

在形の1.叫mCMOSプロセスによるディジタル信号処

理LSI化が顕著である｡日立製作所では,これらの特徴を

待ったIDTV,ディジタルVTR,CD,DATのそれぞれに

対応する専用のディジタルAV用LSIを系列開発し,量産

化した｡

､[二

二さ耳

G打 1側恥脚

ディジタルAV用LSlのチップ

甲■中

憮臨幽l海億い

車載用インテリジェントパワーIC

自動車用パワーICに,保護回路などのインテリジェンス

性を持たせ,さらに,駆動効率を上げたパワーIC2品種を

開発した｡

自動車内には,燃料噴射制御など数多くの制御システ

ムが用いられている｡制御システムは,センサ部,コン

トロール部,パワー駆動部から成り,各部ごとに精度･

安全性の高い電子部品の採用が進んでいる｡パワー駆動

部では,従来メカ式リレーや単体トランジスタによる駆

動方式が用いられてきたが,近年マイクロコンピュータ

インタフェース回路や保護回路などのインテリジェンス

性を備えたパワーICの採用が主i充となってきた｡ま7ご,

特性面では,より大きな電力制御および,より多くのロ

ジック回路の取り込みによるインテリジェンス性の強化

が求められてきている｡

日立製作所では,このようなニーズにこたえるため,

従来のバイポーラプロセスのほかに,よりこの分野に適

した新たなプロセスを開発した｡大電力駆動に適したパ

ワーMOSとアナログ,ディジタル混在回路に適したBi

CMOSを共存させたIPICプロセスである｡

このIPICプロセスの特性を生かしたパワーIC2品種

を開発した｡ランプ用のHA13702Aとソレノイド用の

HA13703Aである｡おのおの新方式を採用することで,

ランプの寿命を長くし,また,ソレノイドの高速駆動に

対応できるようにした｡さらに,マルチ出力化など製品

系列を拡充していく計画である｡
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高速スイッチングパワー素子IGBT

インバータ制御装置などの高周波化に対応し,2DkHz

で制御できる高速スイッチンクパワー素子IGBTを開発

した｡

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)は新しい

スイッチングパワー素子で,従来のバイポーラトランジ

スタの高出力性と,パワーMOS FETの高速性および制

御性の良さを兼ね備えた素子として注目されている｡さ

らに電動機,溶接機,無停電電源などの中･小容量イン

バータ装置では,装置を高効率･小形･低騒音化するた

めの高周波化に対応できるパワー素子としての期待が高

い｡

しかし,可聴周波数を超える20kHzでスイッチングで

きるようにIGBTを高速化すると,出力電流が低下し,高

速性と高出力性を同時に達成することが難しかった｡そ

こで,微細加工技術を使ってIGBTの単位セルを縮小し,

セルの集積密度を高くすることで高速形IGBTの出力電

流密度を向上させた｡また,IGBTモジュールでは,ソフ

トリカバリーの逆回復特性を持つ新しいダイオードを内

蔵させることによってIGBTの高速性と調和させた｡

そうした技術開発の成果が,20kHzでスイッチングが

可能なターンオフ下降時間0.2～0.3l⊥S,耐圧450～1,200

V,電流15～400Aの高速形IGBTおよびIGBTモジュー

ルの開発をもたらした｡

高速形IGBTおよびIGBTモジュール

t■暮暮

■高密度表示用フラットフェースカラーデ

ィスプレイ管

静電四重極レンズ付きEA大口径電子銃

および新開発のSuper-S/S偏向ヨークの採

用で,内面全域にわたり鮮明なべーパーイ

メージの高密度表示特性を持つフラットフ

ェースカラーディスプレイ管を開発した｡

■大形カラーブラウン管｢HS-Ⅱ+シリーズ

大形カラーテレビジョン市場の高画質化

に対応し,大形カラーブラウン管の新シリ

ーズを製品化した｡静電四重極電子銃,ア

ンバー材マスク,クリーンシルキーをオプ

ション対応可能としたほか,さらに,画面

ひずみ,映り込み,および色むらを改善し,

33形,31形,29形,25形の高画質カラーブ

ラウン管ラインアップを製品化した｡

■大容量化進む不揮発性メモリ

次世代マイクロコンピュータや各種OA

機器の半固定データ記憶素子として最適な

4MビットEPROMを開発した｡

出力は×16ビット構成で,最新の0.81⊥m

CMOSプロセス技術によってアクセスタ

イム100nsの世界最高速を実現した｡パッ

ケージは40ピンサーディップのほかに,面

付けタイプとして44ピンJLCCを予定して

いる｡

■パワーMOS FET"DⅢ-HF”シリーズ

日立製作所では,超微細加工技術とシミ

ュレーション技術によるセルの最適化,お

よびライフタイム技術によって,インバー

タ,サーボモータなどの電軌機制御回路に

最適な高耐圧(Vpss=500V)･低オン抵抗

(月ds(on)=0.085(l)で,高速ダイオード

(みr=120ns)内蔵の特性を持つパワー

MOSFETを,世界で初めて製品化した｡

■超低雑書HEMT2SK1615

2SK1615は,12GHzでの雑音指数0.8dB

Typの低雑音性能を達成した高性能品であ

る｡電子線直接描面による0.25ドm超微細

ゲート･高精度分子線エビタキシヤル技術

の最高プロファイル化で実現した｡

■ト什RON仕様に準拠したH8/500シリーズ

用リアルタイムOS``H18”

HI8(HS538ITNSISF)は,ドITRON仕

様に準拠し,割り込み禁止が15卜S,最大シ

ステムサイズが4.7kバイトと高速でコン

パクトな設計である｡チップ上のROM/

RAM,周辺機能だけでユーザーシステム

の構築が可能で,シリコンOSを実現できる｡

注:本製品は,東京大学坂村 健博士の指

導のもとに開発されたものである｡

■CMOSゲートアレー"HG62F/62S”シリーズ

従来のHG62Eシリーズに加えて,入出力

セルの性能強化と多ピン化を図ったHG62

Fシリーズ,高速･高集積を実現したHG62

Sシリーズを製品化した｡最先端プロセス

技術と高度な設計自動化技術を駆使したも

のである｡
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